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^ (57) Abstract: The invention relates to an organic electronic component such as an organic field effect transistor (OFET), in which 
9\ a single organic material is used for at least two functional layers, for example as a conductive and semiconductive material. The 
^ invention also relates to an efficient method for producing two functional layers, for example source and drain electrodes, in addition 
to the semiconductive layer, in one process step, for use in organic field effect transistors. The conductive or semiconductive regions 
a in the semiconductive or conductive matrix are obtained for example by doping, e.g. by a partially controlled redox reaction. 

O (57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung beschreibt ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen 
O Feld-Effekt-Transistor (OFET), bei dem ein einziges organisches Material fiir zumindest zwei Funktionsschichten, beispielsweise als 
<^ leitendes und als halbleitendes Funktionsmaterial, dienL Auflerdem beschreibt die Erfindung ein effizientes Verfahren, urn in einem 

OProzessschritt zwei Funktionsschichten, zum Beispiel Source- und Drain Elektroden sowie die Halbleiterschicht fur den Einsatz in 
► organischen Feld Effekt Transistoren, zu erzeugen. Die leitenden oder halbleitenden Bereiche in der halbleitenden oder leitenden 
^ Matrix werden beispielsweise durch Dotieren, beispielsweise durch eine partiell gefuhrte Redoxreaktion erhalten. 
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